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ｔａｃｔｓ，ａｓｓｈｏｗｎｉｎＦｉｇ．２．

Ｆｉｇ．２　ＴｈｅｄｉａｇｒａｍｏｆＳＣＢｓｔｒｕｃｔｕｒｅ

　　Ｔｈｅａｐｐａｒａｔｕｓｉｓｍｏｕｎｔｅｄｏｎａｓｏｌｉｄｉｎｓｕｌａｔｏｒ（ｃｅｒａｍ
ｉｃ），ｗｈｉｃｈｉｎｓｕｌａｔｅｓｔｈｅＳＣＢｆｒｏｍｔｈｅｍａｉｎｈｏｕｓｉｎｇｏｆｔｈｅ
ｉｇｎｉｔｉｏｎｕｎｉｔ．ＩｔｓｈｏｕｌｄｂｅｎｏｔｉｃｅｄｔｈａｔｔｈｅＳＣＢｍａｔｅｒｉａｌｓ
ｃｏｎｔａｉｎｓａｆｅｗｃｏｐｐｅｒ，ｗｈｉｃｈｉｓｃｒｉｔｉｃａｌｆｏｒｔｈｉｓｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ
ｍｅｔｈｏｄ．Ａｎｄｉｔｉｓｄｉｆｆｅｒｅｎｔｉｎｖｏｌｕｍｅａｎｄｄｏｐａｎｔｃｏｎｃｅｎｔｒａ

ｔｉｏｎｆｒｏｍｔｈｅｏｎｅＢｅｎｓｏｎ［１］ａｎｄＪｏｎｇｄｅａＫｉｍ［１０］ａｄｏｐｔｅｄ．

２．３　Ｅｘｐｅｒｉｍｅｎｔａｌｐｒｏｃｅｓｓ
Ａｆｉｒｉｎｇｓｅｔｓｅｌｅｃｔｅｄｉｎｔｈｅｅｘｐｅｒｉｍｅｎｔｃｏｎｓｉｓｔｅｄｏｆａ

ｃａｐａｃｉｔｏｒ（６８μＦ）ａｎｄａｐｏｗｅｒｓｕｐｐｌｙ．Ｗｉｔｈｉｔ，ｔｈｅ
ｂｒｉｄｇｅｍａｔｅｒｉａｌｓｗｅｒｅｈｅａｔｅｄｂｙｅｌｅｃｔｒｉｃｉｔｙ．Ｔｈｅｂｒｉｄｇｅ
ｍｅｌｔｅｄｄｏｗｎｆｉｒｓｔｌｙ，ａｎｄｔｈｅｎｖａｐｏｒｉｚｅｄ．Ｏｎｃｅｔｈｅｂｒｉｄｇｅ
ｍａｔｅｒｉａｌｓｗｅｒｅｖａｐｏｒｉｚｅｄｃｏｍｐｌｅｔｅｌｙ，ｔｈｅｃｕｒｒｅｎｔｆｌｏｗｅｄ
ｔｈｒｏｕｇｈｔｈｅｖａｐｏｒ，ｐｒｏｄｕｃｉｎｇｔｈｅｐｌａｓｍａｄｉｓｃｈａｒｇｅｃａｌｌｅｄ
ｔｈｅｌａｔｅｔｉｍｅｄｉｓｃｈａｒｇｅ（ＬＴＤ）．ＩｎｔｈｉｓｔｅｓｔｔｈｅＳＣＢｄｉｓ
ｃｈａｒｇｅｄｔｏｒｏｏｍａｉｒｄｉｒｅｃｔｌｙａｎｄａｗｈｉｔｅｌｉｇｈｔｗａｓｏｂｓｅｒｖｅｄ
ｗｉｔｈａｎａｕｄｉｂｌｅ＂ｐｏｐ＂．Ｔｈｅｒｅｌａｔｉｖｅｉｎｔｅｎｓｉｔｙｏｆｔｈｅｄｏｕｂｌｅ
ｌｉｎｅｏｆＣｕａｔｏｍｉｃｅｍｉｓｓｉｏｎ（Ｉλ１，Ｉλ２）ｆｒｏｍｔｈｅＳＣＢｐｌａｓｍａ

ｗａｓｄｅｔｅｃｔｅｄｂｙｐｈｏｔｏｍｕｌｔｉｐｌｉｅｒ，ｔｈｒｏｕｇｈｗｈｉｃｈｔｈｅｏｐｔｉｃａｌ
ｓｉｇｎａｌｗａｓｔｒａｎｓｆｏｒｍｅｄｔｏｅｌｅｃｔｒｉｃａｌｓｉｇｎａｌ．Ｔｈｅｎｔｈｅｏｂ
ｔａｉｎｅｄｓｉｇｎａｌｓｗｅｒｅｓｔｏｒｅｄｉｎｃｏｍｐｕｔｅｒｆｏｒｆｕｒｔｈｅｒａｎａｌｙｓｉｓ．

３　Ｒｅｓｕｌｔｓａｎｄｄｉｓｃｕｓｓｉｏｎｓ

Ｔｈｅｅｘｐｅｒｉｍｅｎｔａｌｒｅｓｕｌｔｓｏｂｔａｉｎｅｄｕｎｄｅｒｔｈｅｃｏｎｄｉ
ｔｉｏｎｓａｒｅｇｉｖｅｎｉｎＴａｂｌｅ１．

Ｔａｂｌｅ１　Ｅｘｐｅｒｉｍｅｎｔａｌｃｏｎｄｉｔｉｏｎｓａｎｄｒｅｓｕｌｔｓ

ｇｒｏｕｐｐｏｗｅｒｓｕｐｐｌｙ／Ｖ ｃａｐａｃｉｔｏｒ／μＦ ｐｌａｓｍａｌｉｆｅｔｉｍｅ／μｓｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ／Ｋ

１ ２４ ６８ １７０．７ １７９０－２７１０
２ ２５ ６８ １９８．９ １７３０－３２６０
３ ２７ ６８ ２０７．３ １７９０－３３９０
４ ３０ ６８ ２１１．４ １７５０－３４８０
５ ３２ ６８ ２８３．４ １７７０－３８８０

Ｔｈｅｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇｏｆｔｈｅｔｈｉｒｄｇｒｏｕｐｏｆｄａｔａｉｓｔａｋｅｎａｓａｎ
ｅｘａｍｐｌｅｔｏｄｅｓｃｒｉｂｅｈｏｗｔｈｅｒｅｓｕｌｔｓｗｅｒｅｏｂｔａｉｎｅｄ．Ｔｈｅｅｘ
ｐｅｒｉｍｅｎｔｗａｓｃａｒｒｉｅｄｏｕｔｕｎｄｅｒｔｈｅｃｏｎｄｉｔｉｏｎｏｆａｇｉｖｅｎｐｏｗ
ｅｒｓｕｐｐｌｙ（３０Ｖ）ａｎｄｃａｐａｃｉｔａｎｃｅ（６８μＦ）．Ｆｉｇ．３ｓｈｏｗｓ
ｔｈｅｓｉｇｎａｌｏｂｔａｉｎｅｄｆｒｏｍｔｈｅｄｏｕｂｌｅｌｉｎｅｏｆｔｈｅｓｙｓｔｅｍ．

ＢｅｃａｕｓｅｔｈｅｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔｓｙｓｔｅｍｒｅｃｏｒｄｅｄｔｈｅＳＣＢ
ｐｌａｓｍａｌｉｇｈｔ，ｔｈｅｓｉｇｎａｌｃｏｕｌｄｂｅｔｒｅａｔｅｄａｓｔｈｅｏｎｓｅｔｏｆ
ｔｈｅｌａｔｅｔｉｍｅｄｉｓｃｈａｒｇｅ（ＬＴＤ）．ＴｈｅｃｕｒｖｅｉｎＦｉｇ．４ｓｈｏｗｓ
ｔｈｅｔｉｍｅｅｖｏｌｕｔｉｏｎｏｆｔｈｅＳＣＢｐｌａｓｍａｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ，ｗｈｉｃｈ
ｉｌｌｕｓｔｒａｔｅｔｈａｔｔｈｅＳＣＢｐｌａｓｍａｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅｉｎｃｒｅａｓｅｓｆｒｏｍ
１７５０Ｋｔｏ３４８０Ｋｄｕｒｉｎｇｔｈｅｐｅｒｉｏｄｏｆ２１１．４μｓ．

Ｏｔｈｅｒｄａｔａｗｅｒｅｐｒｏｃｅｓｓｅｄｉｎｔｈｅｓａｍｅｗａｙ．Ｉｔｃａｎｂｅ
ｃｏｎｃｌｕｄｅｄｔｈａｔｔｈｅｈｉｇｈｅｓｔＳＣＢｐｌａｓｍａｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅｉｎｃｒｅａ
ｓｅｓｗｉｔｈｔｈｅｒｉｓｅｏｆｔｈｅｉｎｐｕｔｅｎｅｒｇｙ．Ａｎｄｔｈｅｓａｍｅｔｅｎｄｅｎｃｙ
ｃａｎｂｅｓｅｅｎｉｎｔｈｅｄｕｒａｔｉｏｎｏｆｔｈｅＳＣＢｐｌａｓｍａ．ＴｈｅＳＣＢ
ｐｌａｓｍａｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅｉｎｅｖｅｒｙｔｅｓｔａｔｔｈｅｏｎｓｅｔｏｆｔｈｅｌａｔｅｔｉｍｅ

５３１第 ２期　　　　　　ＦＥＮＧＨｏｎｇｙａｎ，ｅｔａｌ：
ＭｅａｓｕｒｅｍｅｎｔｏｆｔｈｅＳｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒＢｒｉｄｇｅ（ＳＣＢ）ＰｌａｓｍａＴｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ

ｂｙｔｈｅＤｏｕｂｌｅＬｉｎｅｏｆＡｔｏｍｉｃＥｍｉｓｓｉｏｎＳｐｅｃｔｒｏｓｃｏｐｙ



ｄｉｓｃｈａｒｇｅ（ＬＴＤ）ｗａｓｓｉｍｉｌａｒ，ｂｅｉｎｇ１７５０Ｋａｐｐｒｏｘｉｍａｔｅｌｙ．
ＴｈｅｍａｉｎｃｏｍｐｏｎｅｎｔｏｆｔｈｅＳＣＢｗａｓｓｉｌｉｃｏｎ．ＴｈｅＳＣＢｓｉｚｅ
ｗａｓａｂｏｕｔ２μｍ×１００μｍ×４００μｍ，ａｎｄＳｉａｔｏｍｓｗａｓａｐ
ｐｒｏｘｉｍａｔｅｌｙ４×１０１５．ＴｈｅＳＣＢｗａｓｄｏｐｅｄｗｉｔｈａｃｏｎｃｅｎｔｒａ
ｔｉｏｎｏｆａｂｏｕｔ１×１０２０ｐｈｏｓｐｈｏｒｕｓａｔｏｍｓ／ｃｍ３，ｓｏｔｈｅｒｅｗｅｒｅ
ａｂｏｕｔ８×１０１２ｐｈｏｓｐｈｏｒｕｓａｔｏｍｓｉｎＳＣＢ．Ｄｕｅｔｏｔｈｅｉｎｆｌｕ
ｅｎｃｅｏｆｐｈｏｓｐｈｏｒｕｓａｔｏｍｓ，ｔｈｅｖａｐｏｒｉｚａｔｉｏｎｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅｏｆ
ｔｈｅＳＣＢｗａｓｌｏｗｅｒｔｈａｎｔｈａｔｏｆｐｕｒｅｓｉｌｉｃｏｎ（２６２８Ｋ）．

Ｆｉｇ．３　Ｔｉｍｅｅｖｏｌｕｔｉｏｎｏｆｒｅｌａｔｉｖｅｉｎｔｅｎｓｉｔｉｅｓ（Ｉ）ｏｆｔｗｏｃｏｐｐｅｒｌｉｎｅｓ

Ｆｉｇ．４　ＴｉｍｅｅｖｏｌｕｔｉｏｎｏｆｔｈｅＳＣＢｐｌａｓｍａｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ

４　Ｃｏｎｃｌｕｓｉｏｎｓ

Ｔｈｅｔｅｍｐｏｒａｌｒｅｓｏｌｕｔｉｏｎｏｆｔｈｅｓｙｓｔｅｍ ｉｓ０．１μｓ，
ｗｈｉｃｈｉｓｓｕｉｔａｂｌｅｆｏｒｍｅａｓｕｒｉｎｇｉｎｓｔａｎｔＳＣＢｐｌａｓｍａｔｅｍ
ｐｅｒａｔｕｒｅ．Ｍｏｒｅｏｖｅｒ，ｔｈｅｔｉｍｅｅｖｏｌｕｔｉｏｎｏｆｔｈｅＳＣＢｐｌａｓｍａ
ｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅｃａｎｂｅｏｂｔａｉｎｅｄｆｒｏｍｔｈｉｓｓｙｓｔｅｍ．ＴｈｅＳＣＢ
ｄｉｓｃｈａｒｇｅｗａｓｃｏｍｐｒｅｈｅｎｄｅｄｍｏｒｅｅｃｏｎｏｍｉｃａｌｌｙａｎｄｅａｓｉ
ｌｙ．Ｔｈｅｆｏｌｌｏｗｉｎｇｃｏｎｃｌｕｓｉｏｎｓｃａｎｂｅｄｒａｗｎ：（１）Ｔｈｅｏｎ
ｓｅｔｏｆｔｈｅｌａｔｅｔｉｍｅｄｉｓｃｈａｒｇｅ（ＬＴＤ）ｏｆｔｈｅＳＣＢｐｌａｓｍａ
ｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅｉｓａｂｏｕｔ１７５０Ｋ，ｗｈｉｃｈｈａｓｌｉｔｔｌｅｒｅｌａｔｉｏｎｓｈｉｐ
ｗｉｔｈｔｈｅｉｎｐｕｔｅｎｅｒｇｙ．（２）Ｉｎｅａｃｈｌａｔｅｔｉｍｅｄｉｓｃｈａｒｇｅ
（ＬＴＤ）ｏｆｔｈｅＳＣＢ，ｔｈｅｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅｉｎｃｒｅａｓｅｓｗｉｔｈｔｈｅ
ｔｉｍｅｅｖｏｌｖｉｎｇ．（３）Ｔｈｅｈｉｇｈｅｓｔｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅａｎｄｄｕｒａｔｉｏｎ
ｏｆｔｈｅＳＣＢｐｌａｓｍａａｒｅｃｌｏｓｅｄｒｅｌａｔｅｄｔｏｔｈｅｉｎｐｕｔｅｎｅｒｇｙ．
Ｔｈｅｙｉｎｃｒｅａｓｅｗｉｔｈｔｈｅｉｎｃｒｅａｓｉｎｇｏｆｔｈｅｉｎｐｕｔｅｎｅｒｇｙ．

Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅｓ：

［１］ＢｅｓｏｎＤＡ，ＬａｒｓｅｎＭＥ，ＲｅｎｆｕｎｄＡＭ，ｅｔａｌ．Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒｂｒｉｄｇｅ：Ａ

ｐｌａｓｍａｇｅｎｅｒａｔｏｒｆｏｒｔｈｅｉｇｎｉｔｉｏｎｏｆｅｘｐｌｏｓｉｖｅ［Ｊ］．ＪＡｐｐｌＰｈｙｓ，１９８７，

６２：１６２２－１６３２．

［２］周蓉，岳素格，秦卉芊，等．半导体桥（ＳＣＢ）的研究［Ｊ］．半导体学

报，１９９８，１９：８５７－８６０．

ＺＨＯＵＲｏｎｇ，ＹＵＥＳｕｇｅ，ＱＩＮＨｕｉｑｉａｎ，ｅｔａｌ．Ｓｔｕｄｙｏｆｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ

ｂｒｉｄｇｅ［Ｊ］．ＣｈｉｎｅｓｅＪｏｕｒｎａｌｏｆＳｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒｓ，１９９８，１９：８５７－８６０．

［３］祝逢春，徐振相，周彬，等．ＳＣＢ火工品的研究与发展［Ｊ］．爆破器

材，２００３，３２：１８－２３．

ＺＨＵＦｅｎｇｃｈｕｎ，ＸＵＺｈｅｎｘｉａｎｇ，ＺＨＯＵＢｉｎ，ｅｔａｌ．Ｔｈｅｒｅｓｅａｒｃｈａｎｄ

ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔｏｎｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒｂｒｉｄｇｅｉｎｉｔｉａｔｏｒ［Ｊ］．ＥｘｐｌｏｓｉｖｅＭａｔｅｒｉ

ａｌｓ，２００３，３２：１８－２３．

［４］ＭｙｕｎｇＩＩＰａｒｋ，ＨｙｏＴａｅＣｈｏｏ，ＳｕｋＨｗａｎＹｏｏｎ，ｅｔａｌ．Ｃｏｍｐａｒｉｓｏｎｏｆ

ｐｌａｓｍａｇｅｎｅｒａｔｉｏｎｂｅｈａｖｉｏｒｓｂｅｔｗｅｅｎａｓｉｎｇｌｅｃｒｙｓｔａｌｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ

ｂｒｉｄｇｅ（ｓｉｎｇｌｅＳＣＢ）ａｎｄａｐｏｌｙｓｉｌｉｃｏｎｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒｂｒｉｄｇｅ（ｐｏｌｙ

ＳＣＢ）［Ｊ］．ＳｅｎｓｏｒｓａｎｄＡｃｔｕａｔｏｒｓＡ，２００４，１１５：１０４－１０８．

［５］ＪｏｎｇＵｋＫｉｍ，ＣｈｏｎｇＯｏｋＰａｒｋ，ＭｙｕｎｇＩｌＰａｒｋ，ｅｔａｌ．Ｃｈａｒａｃｔｅｒｉｓｔｉｃｓｏｆ
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　　　（上接１３６页）

原子发射光谱双谱线法测量半导体桥（ＳＣＢ）等离子体温度

冯红艳，李　艳，张　琳，吴　蓉，王俊德，朱顺官
（南京理工大学化工学院，江苏 南京 ２１００９４）

摘要：在原子发射光谱双谱线法的基础上，设计了含有两个干涉滤光片和光电倍增管双谱线测温系统。仪器的最高的时

间分辨率为０．１μｓ。讨论了不同能量输入条件下 ＳＣＢ等离子体的温度和等离子体的存在时间。实验结果表明在电压 ２４～

３２Ｖ，电容６８μＦ不变的情况下，等离子体的温度从２７１０Ｋ升高到３８８０Ｋ，等离子体存在时间从１７０．７μｓ上升到２８３．４μｓ。

关键词：应用化学；ＳＣＢ等离子体；原子发射光谱法；温度测定

中图分类号：ＴＪ５５；Ｏ６５７．３１　　　 文献标识码：Ａ
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